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@) Transistor und Transistorhersteilungsverfahren 

(§5) Ein Verfahren zur Herstellung eines Transistors mit den 
Schritten: Ausbilden eines Grabens auf einem Substrat; 
Ausfullen des unteren Abschnitts des Grabens ohne den 
oberen Abschnitt derselben mit einer isolierschicht; Ausful- 
len des oberen Abschnitts des Grabens auf der Isolierschicht 
mit einer Leiterschicht fur einen Kanal des Transistors; 
Ausbilden einer Gate-Oxidschicht auf der sich ergebenden 
Struktur; und Ausbilden einer Gate-Elektrode auf der Gate- 
Oxidschicht; und Implantieren von Storstellenionen in das 
Substrat, um einen Source/Drain-Bereich auszubilden. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf Transisto- 
ren mit SOI-Struktur (SOI bedeutet Silicon-On-Insula- 
tor bzw. Silicium-auf-Isolator) und auf Verfahren zur 
Herstellung derselben. 

Ein Verfahren zur Herstellung eines Transistors mit 
SOI-Struktur umfaBt im allgemeinen die Schritte des 
Ausbildens einer Oxidschicht auf einem Substrat und 
des Ausbildens eines Transistors auf einem Siliciumsub- 
strat, unter dem die Oxidschicht ausgebildet ist Dieser 
Transistor mit SOI-Struktur verbessert die Eigenschaf- 
ten der Vorrichtung insoweit, als die Kapazitaten der 
Source/Drain-Obergangsschichten minimiert sind. 

Da andererseits der Kurzkanaleffekt und der HeiBlei- 
tereffekt in Abhangigkeit von der Verkieinerung der 
Transistoren gesteigert werden, werden die Transisto- 
ren so ausgeiegt, daB diese Effekte durch die Theorie 
der Transistornormierung und durch die LDD-Struktur 
(LDD bedeutet Lightly Doped Drain bzw. schwach do- 
tierter Drain-Bereich) verbessert werden. 

Obwohl bei Submikrometer-Transistoren diese Ver- 
besserungen der Transistoren entwickelt worden sind, 
werden die Betriebseigenschaften dieser Transistoren 
durch die Kurzkanaleffekte wie z. B. Durchgriff gestort. 

Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung 
einen Transistor und ein Transistorherstellungsverfah- 
ren zu schaffen, die verhindern konnen, daB die Kurzka- 
naleffekte (insbesondere der Durchgriff von PMOS- 
Transistoren) erzeugt werden, so daB deren Funktions- 
eigenschaften verbessert werden. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB geiost durch 
Transistorherstellungsverfahren, die die in den Ansprii- 
chen 1, 7 bzw. 15 angegebenen Merkmale besitzen, so- 
wie durch einen Transistor, der die im Anspruch 21 an- 
gegebenen Merkmale besitzt. Die abhangigen Ansprii- 
che sind auf bevorzugte Ausfuhrungsformen gerichtet 

Weitere Vorteile und Merkmale der vorliegenden Er- 
findung werden deutlich beim Lesen der folgenden Be- 
schreibung bevorzugter Ausfuhrungsformen, die auf die 
beigefiigten Zeichnungen Bezug nimmt; es zeigen: 

Fig. 1A bis 1J Querschnittsansichten, die ein Verfah- 
ren zur Herstellung eines Transistors gemaB einer Aus- 
fuhrungsform der vorliegenden Erfindung zeigen; 

Fig. 2A bis 21 Querschnittsansichten, die ein Verfah- 
ren zur Herstellung eines Transistors gemaB einer wei- 
teren Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung zei- 
gen; 

Fig. 3A bis 3H Querschnittsansichten, die ein Verfah- 
ren zur Herstellung eines Transistors gemaB einer wei- 
teren Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung zei- 
gen. 

Zuerst wird eine Ausfuhrungsform der vorliegenden 
Erfindung mit Bezug auf die Fig. 1 A bis 1 J beschrieben. 

Wie in Fig. 1A gezeigt, wird auf einem Siliciumsub- 
strat 101 eine Oxidschicht 102 abgeschieden, wobei ein 
Abschnitt der Oxidschicht 102 mittels eines Maskenpro- 
zesses geatzt wird. Es wird ein AtzprozeB durchgefiihrt, 
um im Siliciumsubstrat 101 eine Graben auszubilden. 

Wie in Fig. 1 B gezeigt, werden an der Seitenwand der 
Oxidschicht 102 Oxidabstandsschichten 103 ausgebildet, 
um einen Graben auszubilden, der eine geringere Breite 
besitzt als derjenige der durch den MaskenprozeB in 
Fig. 1A erzeugten Oxidschicht, wobei unter Verwen- 
dung der Oxidschicht 102 und der Oxidabstandsschich- 
ten 103 als Atzmaske durch Atzen des freiliegenden 
Siliciumsubstrats 101 einen Graben 104 ausgebildet 
wird. Da die Oxidabstandsschichten 103 zum Verringem 
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der Breite des Grabens 104 verwendet werden, kann in 
Abhangigkeit von den Herstellungsbedingungen selbst- 
verstandlich der Schritt des Ausbildens der Oxidab- 
standsschichten 103 weggelassen werden. 
5 Wie in Fig. 1C gezeigt, werden die auf dem Siliciums- 
ubstrat 101 zuriickbleibenden Oxidschichten 102 und 

103 entfernt, anschliefiend wird eine Oxidschicht 105 auf 
der sich ergebenden Struktur ausgebildet, wodurch der 
Graben 104 ausgefullt wird. 

to Als nachstes wird, wie in Fig. 1 D gezeigt ist, die Oxid- 
schicht 105 bis auf die Oxidschicht 105' in dem Graben 

104 zuriickgeatzt. Ferner wird die Atzgeschwindigkeit 
so gesteuert, daB die Tiefe "d M von der Oberflache des 
Siliciumsubstrats 101 bis zur Oberflache der Oxidschicht 

15 105' im Graben 104 ausgebildet wird. Die Tiefe "d" ist 
erforderlich, um einen Kanal des MOS-Transistors aus 
zubilden, was anhand des folgenden Vorgangs beschrie- 
ben wird. 

Wie in Fig. IE gezeigt, wird auf der sich ergebenden 

20 Struktur eine Polysiliciumschicht 106 ausgebildet, die 
den Graben 104 ausfullt, der mit der Oxidschicht 105' 
noch nicht ausgefullt war. Die Polysiliciumschicht 106 
kann statt einer Siliciumschicht verwendet werden. 
Wie in Fig. IF gezeigt, wird die Polysiliciumschicht 

25 106 Qber der Oberflache des Siliciumsubstrats 101 durch 
einen in einem herkommlichen HalbleiterprozeB ver- 
wendeten OxidationsprozeB oxidiert Dann wird durch 
den OxidationsprozeB eine Oxidschicht 107 ausgebildet, 
wobei eine Polysiliciumschicht 106' von der Oberflache 

30 des Siliciumsubstrats 101 bis zur Oberflache der Oxid- 
schicht 105' im Graben 104 ubrigbleibt Hierbei dient 
die Polysiliciumschicht 106' als Substrat. 

Die Oxidschicht 107 wird entfernt, woraufhin eine Io- 
nenimplantierung durchgef uhrt wird, um die Schwellen- 

35 spannung des Transistors einzustellen, wie in Fig. 1G 
gezeigt ist 

Fig. 1H zeigt den Schritt des Ausbildens einer Oxid- 
schicht 108 und einer Polysiliciumschicht 109 fur die 
Gate-Elektrode. 
40 Fig. II zeigt den Schritt der Musterbildung der Oxid- 
schicht 108 und der Polysiliciumschicht 109 in einer vor- 
gegebenen GroBe und das anschlieBende Ausbilden ei- 
ner Gate-Oxidschicht 108' und einer Gate-Elektrode 
109'. 

45 Wie in Fig. 1J gezeigt, wird schlieBlich durch eine Io- 
nenimplantierung ein Source/Drain-Bereich 110 ausge- 
bildet 

Wie oben erlautert worden ist, unterscheidet sich der 
Transistor gemaB einer Ausfuhrungsform der vorlie- 

50 genden Erfindung vom herkommlichen Transistor 
durch die Ausbildung der Oxidschicht 105' und der Poly- 
siliciumschicht 106' im Siliciumsubstrat 101, um die Ei- 
genschaf t des Durchgrif fs des Transistors zu verbessern. 
Im folgenden wird mit Bezug auf die Fig. 2A bis 21 

55 eine weitere Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfin- 
dung beschrieben. 

Wie in Fig. 2A gezeigt, werden in ein Siliciumsubstrat 
201 Ionen mit geringer (n- oder p-) Konzentration im- 
plantiert, deren Storstellentyp sich von demjenigen ei- 

60 nes Substrats 201 unterscheidet, anschlieBend wird ein 
dotierter Bereich 202 auf dem Siliciumsubstrat 201 aus- 
gebildet. 

Wie in Fig. 2B gezeigt, wird auf dem dotierten Be- 
reich 202 eine Nitridschicht 203 ausgebildet, woraufhin 
65 die Nitridschicht 203 gemustert wird, um unter Verwen- 
dung eines Maskenprozesses und eines Atzprozesses 
einen Abschnitt des Siliciumsubstrats 201 freizulegen. 

Wie in Fig. 2C gezeigt, wird durch Atzen des dotier- 
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ten Bereichs 202 und des freigelegten Siliciumsubstrats 
201 unter Verwendung der Nitridschicht 203 als Atz- 
maske ein Graben 204 ausgebildet 

Selbstverstandlich konnen wie in Fig. IB gezeigt 
Oxidabstandsschichten verwendet werden, urn die Brei- 5 
te der Graben 204 zu verringern. Nach dem Ausbilden 
des Grabens 204 wird auf der sich ergebenden Struktur 
eine Oxidschicht 205 ausgebildet, wodurch der Graben 
204 ausgefullt wird 

Wie in Fig. 2D gezeigt, wird als n^chstes die Oxid- 10 
schicht 205 bis auf die Oxidschicht 205' im Graben 204 
zuriickgeatzt. Ferner muQ die Atzgeschwindigkeit so 
gesteuert werden, daB die Tiefe "d" von der Oberflache 
des Siliciumsubstrats 201 bis zur Oberflache der Oxid- 
schicht 205' im Graben 204 ausgebildet wird Die Tiefe 15 
"d" ist erforderlich, um einen Kanal des MOS-Transi- 
stors auszubilden, wie anhand des folgenden Prozesses 
beschrieben wird 

Wie in Fig- 2E gezeigt, wird auf der sich ergebenden 
Struktur eine Polysiliciumschicht 206 ausgebildet, die 20 
den Graben 204 ausfOlk, welcher durch die Oxidschicht 
205' noch nicht ausgefullt ist 

Wie in Fig. 2F gezeigt, wird die Polysiliciumschicht 
206 zuriickgeatzt, so daB eine Polysiliciumschicht 206', 
die als Substrat dient, nur im Graben 204 zuruckbleibt, 25 
woraufhin eine Ionenimplantierung durchgefuhrt wird, 
um die Schwellenspannung des Transistors einzustellen. 

Fig. 2G zeigt den Schritt des Ausbildens einer Oxid- 
schicht 207 und einer Polysiliciumschicht 208 fur die 
Gate-Elektrode, wahrend Fig. 2H den Schritt des Aus- 30 
bildens der Gate-Oxidschicht 207' und der Gate-Elek- 
trode 208' in einer vorgegebenen GroBe zeigt 

Wie in Fig. 21 gezeigt, wird schlieBlich durch eine Io- 
nenimplantierung ein Source/Drain-Bereich 209 ausge- 
bildet, der ein stark dotierter Bereich ist 35 

Wie oben dargestellt worden ist, zeigt diese Ausfuh- 
rungsform, daB Transistoren mit LDD-Struktur auf der 
SOI-Struktur in Fig. 1J mit dem dotierten Bereich 202 
verwirklicht werden. 

Im folgenden wird mit Bezug auf die Fig. 3A bis 3H 40 
eine weitere Ausfiihrungsform der voriiegenden Erfin- 
dung beschrieben. 

Wie in Fig, 3A gezeigt, werden auf einem Siliciums- 
ubstrat 301 eine Oxidschicht 302 und eine Nitridschicht 
303 abgeschieden, wobei ein Abschnitt der Oxidschicht 45 
302 und der Nitridschicht 303 durch einen Maskenpro- 
zeB und einen AtzprozeB weggeatzt werden, um im 
Siliciumsubstrat301 einen Graben auszubilden. 

Wie in Fig. 3B gezeigt, werden an den Seitenwanden 
der Oxidschicht 302 und der Nitridschicht 303 eine Ni- 50 
tridabstandsschicht 304 ausgebildet, um einen Graben 
auszubilden, der eine geringere Breite als die durch den 
MaskenprozeB in Fig. 3A gebildeten Oxid- und Nitrid- 
schichten besitzt 

Wie in Fig. 3C gezeigt, wird durch Atzen des freilie- 55 
genden Siliciumsubstrats unter Verwendung der Nitrid- 
schicht 303 und der Nitridabstandsschichten 304 als Atz- 
maske einen Graben 305 ausgebildet Da die Nitridab- 
standsschicht 304 zur Verringerung der Breite des Gra- 
bens 305 verwendet wird, kann selbstverstandlich der eo 
Schritt des Ausbildens der Nitridabstandsschichten 304 
in Abhangigkeit von den Herstellungsbedingungen 
weggelassen werden, wie in Fig. 1 B dargestellt ist 

Wie in Fig. 3D gezeigt, wird als nachstes unter Ver- 
wendung der Nitridschicht 303 und der Nitridabstands- 65 
schicht 304 als Oxidationsmaske das freiliegende Sub- 
strat 301 oxidiert, so daB im Graben 305 eine Oxid- 
schicht 306 ausgebildet wird. 



Nachdem die Nitridschicht 303 und die Nitridab- 
standsschicht 304 entfernt worden sind, wird die Oxid- 
schicht 306 bis auf die Oxidschicht 306' in der Graben 
305 zuriickgeatzt, wie in Fig. 3E gezeigt ist Hierbei wird 
die Atzgeschwindigkeit so gesteuert, daB die Tiefe "d n 
von der Oberflache des Siliciumsubstrats 301 bis zur 
Oberflache der Oxidschicht 306' im Graben 305 ausge- 
bildet wird Die Tiefe "d" ist erforderlich, um einen Ka- 
nal des MOS-Transistors auszubilden, wie anhand des 
folgenden Prozesses beschrieben wird. 

Wie in Fig. 3F gezeigt, wird auf das freiliegende Sili- 
ciumsubstrat 301 ein EpitaxieprozeB angewendet, so 
daB eine Siliciumschicht 307 den mit der Oxidschicht 
306' noch nicht ausgefullten Graben 305 ausfullt Nach 
Ausbilden der Siliciumschicht 307 werden unter Ver- 
wendung der Oxidschicht 302 als Ionenimpiantierungs- 
maske in die Siliciumschicht 307 Storstellenionen im- 
plantiert, um die Schwellenspannung einzustellen. 

Wie in Fig. 3G gezeigt, wird auf der Polysilicium- 
schicht 307, die durch den EpitaxieprozeB aufgewachsen 
ist, eine Gate-Oxidschicht 308 ausgebildet, wobei auf 
der sich ergebenden Struktur eine Polysiliciumschicht 
309 fur die Gate-Elektrode ausgebildet wird. 

Wie in Fig. 3H gezeigt, werden eine Polysilicium- 
schicht 309' und eine Oxidschicht 302' in einer vorgege- 
benen GroBe gemustert, woraufhin durch eine Ionenim- 
plantierung ein Source/Drain-Bereich 310 ausgebildet 
wird 

Wie oben erwahnt worden ist, kann die vorliegende 
Erfindung effektiv Transistoren mit SOI-Struktur aus- 
bilden, wobei sie insbesondere die Durchgriffseigen- 
schaft von PMOS-Transistoren verbessert, die einen 
kurzen Kanal besitzen und bei welchen eine Isoiier- 
schicht unter dem Kanal ausgebildet ist, was eine Wir- 
kung auf die Stabilitat der Transistorf unktion hat 

Entsprechend den Vorschriften ist die Erfindung in 
Worten mehr oder weniger spezifisch in Form von 
strukturellen und verfahrenstechnischen Eigenschaften 
beschrieben worden. Es ist jedoch klar, daB die Erfin- 
dung nicht auf die gezeigten und beschriebenen spezifi- 
schen Eigenschaften beschrankt ist, da die hier offenbar- 
ten Vorrichtungen bevorzugte Ausfuhrungsformen der 
Erfindung sind. Die Erfindung wird deshalb in alien ih- 
ren Ausfuhrungsformen oder Abwandlungen bean- 
sprucht, die in den Umfang der entsprechend interpre- 
tierten, beigefiigten Anspriiche fallen. 

Patentanspruche 

1. Verfahren zum Hersteilen eines Transistors, ge- 
kennzeichnet durch die Schritte: 

Ausbilden eines Grabens (104) auf einem Substrat 
(101); 

Ausfullen eines unteren Abschnitts des Grabens 
(104) ohne den oberen Abschnitt mit einer Isolier- 
schicht(lOS'); 

Ausfullen des oberen Abschnitts des Grabens (104) 
auf der Isolierschicht (105') mit einer Leiterschicht 
(106') fur einen Kanal des Transistors; 
Ausbilden einer Gate-Oxidschicht (108') auf der 
sich ergebenden Struktur; 

Ausbilden einer Gate-Elektrode (109') auf der Ga- 
te-Oxidschicht (108'); und 

Implantieren von Storstellenionen in das Substrat 
(101), um einen Source/Drain-Bereich (110) auszu- 
bilden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Schritt des Ausfullens des oberen 
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Abschnitts des Grabens (104) auf der Isolierschicht 
(105') mit einer Leiterschicht (106') ferner den 
Schritt des Implantierens vom Storstellenionen in 
die Leiterschicht (106') umfaBt, um die Schwellen- 
spannung des Transistors einzusteilen. 5 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Schritt des Ausbildens des Gra- 
bens (104) die Schritte umfaBt: 

Ausbilden einer ersten Oxidschicht (102) auf dem 
Substrat(lOl); 10 
Mustern der ersten Oxidschicht (102); 
Ausbilden einer zweiten Oxidschicht auf der sich 
ergebenden Struktur; 

Anwenden eines Blankatzprozesses auf die zweite 
Oxidschicht, urn eine Abstandsoxidschicht (103) zu 15 
bilden;und 

Atzen des Substrats (101) unter Verwendung der 
ersten Oxidschicht (102) und der Abstandsoxid- 
schicht (103) als Atzmaske. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 20 
zeichnet, daB der Schritt des Ausfullens des oberen 
Abschnitts des Grabens (104) mit der Isolierschicht 
(105') die Schritte enthalt:: 

Ausbilden einer dritten Oxidschicht (105) auf dem 
Substrat (101) mit dem Graben (104); und 25 
Zuruckatzen deir dritten Oxidschicht (105), so daB 
der Rest (105') derselben im unteren Abschnitt des 
Grabens (104) zuruckbleibt 

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Schritt des Ausfullens des unteren 30 
Abschnitts des Grabens (104) mit der Leiterschicht 
(106') die Schritte enthalt: 

Ausbilden einer Siliciumschicht (106) auf der sich 
ergebenden Struktur, die den oberen Abschnitt des 
Grabens (104) auf der isolierschicht (105') ausfullt; 35 
Oxidieren der Siliciumschicht (106) iiber dem Sub- 
strat (101); und 

Entfernen der oxidierten Siliciumschicht (107). 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die Siliciumschicht (106) poiykristalli- 40 
nem Silicium enthalt. 

7. Verfahren zum Herstellen eines Transistors, ge- 
kennzeichnet durch die Schritte: 

Ausbilden einer schwach dotierten Schicht (202) 
auf einem Substrat (201); 45 
Ausbilden einer ersten Isolierschicht (203) auf der 
schwach dotierten Schicht (202) und Mustern der 
ersten Isolierschicht (203); 

Ausbilden eines Grabens (204) auf dem Substrat 

(201) durch Atzen der schwach dotierten Schicht 50 

(202) und des Substrats (201) unter Verwendung 
der gemusterten ersten Isolierschicht (203) als Atz- 
maske; 

Ausf iillen des unteren Abschnitts des Grabens (204) 
ohne den oberen Abschnitt mit einer zweiten Iso- 55 
lierschicht (205'), wobei eine selektive Atzge- 
schwindigkeit der zweiten Isolierschicht (205') sehr 
viel niedriger ist als diejenige der ersten Isolier- 
schicht (203); 

Ausfullen des oberen Abschnitts des Grabens (204) 60 
auf der zweiten Isolierschicht (205') mit einer Lei- 
terschicht (206') fur einen Kanal des Transistors; 
Entfernen der ersten Isolierschicht (203); 
Ausbilden einer Gate-Oxidschicht (207') auf der 
sich ergebenden Struktur; 65 
Ausbilden einer Gate-Elektrode (208') auf der Ga- 
te-Oxidschicht (207'); und 

Impiantieren von Storstellenionen in das Substrat 
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(201), um einen Source/Drain-Bereich auszubilden. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Schritt des Ausfullens des oberen 
Bereichs des Grabens (204) auf der zweiten Isolier- 
schicht (205') mit einer Leiterschicht (206') ferner 
den Schritt umfaBt: 

Impiantieren von Storstellenionen in die Leiter- 
schicht (206'), um die Schwellenspannung des Tran- 
sistors einzusteilen. 

9. Verfahren nadh Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die erste Isolierschicht (203) eine Ni- 
tridschicht ist 

10. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die zweite Isolierschicht (205) eine 
Oxidschicht ist. 

11. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Schritt des Ausbildens der Gra- 
ben (204) auf dem Substrat (201) ferner den Schritt 
des Ausbildens einer Abstandsnitridschicht auf der 
Seitenwand der gemusterten ersten Isolierschicht 

(203) umfaBt 

12. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Schritt des Ausfullens des unteren 
Abschnitts des Grabens (204) mit der Isolierschicht 
(205') die Schritte umfaBt: 

Ausbilden einer Oxidschicht (205) auf der sich erge- 
benden Struktur; und 

Zuruckatzen der Oxidschicht (205), so daB der Rest 
(205') derselben im unteren Abschnitt des Grabens 

(204) zuruckbleibt 

13. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Schritt des Ausfullens des oberen 
Abschnitts des Grabens (204) mit der Leiterschicht 
(206') die Schritte enthalt: 

Ausbilden einer Siliciumschicht (206) auf der sich 
ergebenden Struktur, die den oberen Abschnitt des 
Grabens (204) ausfullt; 

Oxidieren der Siliciumschicht (206) iiber dem Sub- 
strat (201); und 

Entfernen der oxidierten Siliciumschicht (206). 

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Siliciumschicht (206) aus polykri- 
stallinem Silicium besteht 

15. Verfahren zum Herstellen eines Transistors ge- 
kennzeichnet durch die Schritte: 

Ausbilden einer ersten (302) und einer zweiten 
(303) Isolierschicht auf einem Substrat (301); 
Mustern der ersten und zweiten Isolierschichten 
(302, 303), um das Substrat (301) freizulegen; 
Ausbilden eines Grabens (305) auf dem Substrat 
(301) unter Verwendung der gemusterten zweiten 
Isolierschicht (303) als Atzmaske; 
Ausfullen des Grabens (305) mit einer Oxidschicht 

(306) durch Oxidieren des freiliegenden Substrats 
(301); Entfernen der zweiten Isolierschicht (303); 
Zuruckatzen der Oxidschicht (306), so daB der Rest 
derselben im unteren Abschnitt des Grabens (305) 
zuruckbleibt; 

Ausfullen des oberen Bereichs des Grabens (305) 
auf der Oxidschicht (306) mit einer Leiterschicht 

(307) fur einen ICanal des Transistors; 
Entfernen der ersten Isolierschicht (302); 
Ausbilden einer Gate-Oxidschicht (308) auf der sich 
ergebenden Struktur; 

Ausbilden einer Gate-Elektrode (309) auf der Gate- 
Oxidschicht (308); und 

Impiantieren von Storstellenionen in das Substrat 
(301), um einen Source/Drain-Bereich (310) auszu- 
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bildea 

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn- 
zeichnet daB der Schritt des Ausfiillens des oberen 
Bereichs des Grabens (305) auf der Isolierschicht 
(306) mit einer Leiterschicht (307) ferner den 5 
Schritt des Implantierens von Storstellenionen in 
die Leiterschicht (307) zum Einstellen der Schwel- 
lenspannung des Transistors umf aBt 

17. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Leiterschicht (307) eine Epitaxial- 10 
schicht ist. 

18. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die erste Isolierschicht (302) eine 
Oxidschicht ist 

19. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn- 15 
zeichnet, daB die erste isolierschicht (302) eine Ni- 
tridschicht ist. 

20. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Schritt des Musterns einer ersten 
und zweiten Isolierschichten (302, 303) zum Freile- 20 
gen des Substrats (301) ferner den Schritt des Aus- 
bildens einer Abstandsnitridschicht (304) an der 
Seitenwand in der ersten und zweiten Isolierschich- 
ten (302, 303) umf aBt 

21. Transistor mit einer Gate-Isolierung (108', 208, 25 
308) auf einem Substrat (101, 201, 301), einer Gate- 
Elektrode (109', 209, 309) sowie einem Source/ 
Drain- Bereich (1 10, 310), 

gekennzeichnet durch 

einen auf dem Substrat (101, 201, 301) zwischen 30 
dem Sourcebereich und dem Drainbereich ausge- 
bildeten Graben (104, 204, 305); 
eine in den unteren Abschnitt des Grabens (104, 
204, 305) eingesetzte Isolierschicht (105', 205 r , 306'); 
und 35 
eine in den oberen Abschnitt des Grabens (104, 204, 
305) auf der Isolierschicht (105', 205', 306') einge- 
setzte Siliciumschicht (106', 206', 307) zum Ausbil- 
den eines Kanals des Transistors; wobei 
die Isolierschicht (105', 205', 306') unter dem Transi- 40 
storkanal ausgebildet ist, urn eine Durchgriffeigen- 
schaft desselben zu verbessern. 
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